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シリコン表層原⼦⾯の２次元ストレス計測と
１軸ストレス印加によるカイラリティ構造制御

ノウハウが蓄積されたシリコンテクノロジーを活かした技術開発は
現実的なイノベーションを引き起す⾼いポテンシャルを有する
新たなシリコン(110)表⾯原⼦構造の可能性に注⽬した萌芽研究
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〜シリコンテクノロジーに⾰新的新技術をアドオンする
ナノ構造創製への道を拓く〜

ストレス⽅向によるシリコン(110)表⾯の原⼦列⽅向の制御・
右⼿・左⼿系のキラリティの組み替えに成功

萌芽研究開発制度による成果

今後の発展
キラリティ制御はカーボンニュートラルに繫がる触媒反応や
光学デバイスのイノベーションに直結する課題に挑戦
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Graphene nanoribbons pinning at 
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Alkane polymerization on active 
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Direction and width of nano-structure 

Nucleation and reaction site of nano-structure 

世界の研究として、原⼦オーダーの物質制御のため
表⾯原⼦構造を利⽤して合成するアイディアが注⽬されている

萌芽研究として、シリコンテクノロジーを活かせる
新たなシリコン(110)表⾯原⼦構造に注⽬する

üナノサイズの１次元構造へのナノ物質合成の可能性

Reconstructed Si (110) “16×2” :
potential for low-dimensional nano-structure self-assembler 

and chiral separater

nm size unite cell including mono-atomic steps 
along 1 direction with dangling bonds and rows of pentagon pairs

Phys. Rev. B (2008)

Nucleation and reaction site
Growth direction and width of nano-structure 

Chiral domains with 16×2 structure
5.02 nm

1.33 nm

Separation of chiral molecule

STM image 

90 x 90 nm2

ü Double-domain structure
ü Disorder-domain consisting of 

pentagon-pairs

シリコン(110)表⾯構造の活⽤が困難である現状の課題と解決策

ü 表面ストレスの解明
右手・左手系に対応するストレスが存在するか？

ü 外部ストレスの活用
表面原子列方向の制御、右手・左手系の組み替えが可能か？

現状の課題

萌芽研究で提案する解決策

ストレスによってシリコン(110)⾯の表⾯原⼦列⽅向の制御
右⼿・左⼿系の組み替えが可能か？

装置開発と結果

反射高速電子回折により基板方
位を決定し、外部ストレス印加

外部ストレスにより右⼿系・左⼿系に対応する
表層原⼦構造の組み替えに成功

超髙真空チャンバー中のシリコン（110）カン
チレバーと、外部ストレス印加装置開発
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